МИКРОСБОРКИ СВЧ ДИАПАЗОНА 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

4 . ■ 

ОСГ4 ГО.010Л0* 



Дярективныи !П.оыіш от 10 декабря 1975 г. іё 0І7-І08 /Б/ 5ЕЗ 
срок действия уоіавовлен о I ноября 1976 г. до I ноября 1981 г. 

НаоіояЕіій отвндарт уотанавливеет нощы и правила кскгітруирова- 
ввя иикрооборок СВЧ-дкааазова (ииенуеиые в дальвейвек "існкросбор- 
кн"), прѳдвазва<гевныа для иополвзовання в рздиоэдектрскной аппа- 
ратуре, 

I, СЗСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1, ?^йкрорбррки должны ооответотвовать хребованияи 
0СТ4 ГО.073,200, 

1.2, Микрооборки иэготовляюгоя в ооответотвин а ХТ4 ГО. 054.207, 

ХТ4 'ГО.054.208, ХТ4 Г0,054,?.09, 0СТ4 ГО.054.068. ■ 

1.3, Определение терминов, упоіреоляеыьпс в стандарте, приведе- 
но в пршіохевии I. 

1.4, Методика расчета величины нат'вкакия для герметичных конст- 
рукций ішкрооборок приведена в рекомендуемой приложении 2. 

1.5, Разработку конструкции корпуса микрооборки производят по 
ХТ4 ГО .010.205 с овмео ТБО о разработкой топологии микрополооковой 
платы. 

^б, Ооиог^акиеи для разработка микрооборіси является техничес- 
кое цадаи»е, Б котором должны быть отражены следу эаке одные 
даккке; 

лрикцитііал: кая электрическая схеме; 

тик і:с;.зір:;ицич корпуса; • .* ' ' - ' 

И 2 тая 1-^ V- кохч'іе 
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оглент?.ро20Ч5ке габар:;ты и ііасса іс;:фос6орки; 
иатериа.’; корпуса и вид покрытия; 

тип, габариты и присоединительные размеры радиочастотного сое- 
динителя; 

требования к низкочастотным выводам; 

допустимые зазоры мегду микроаол ос новыми платами, микроподоо- 
коЕОй платой и ксряусом; 

мишзіальЕое расстояние от лицевой поверлности платы до крышки 
корпуса; 

срок, условия хранения и эксплуатации микросборки; 
метод крепления в аппаратуре; 
материал подложки; 

конкретный или максимально допустимый размер подложки или под- 
ложек; 

разкеры (оирина, длина, толщина) шілрополосковых линий и мак- 
симально допустішые размеры сосредоточенных элементов (резисто- 
ров, дросселей, конденсаторов); ■ 

метод подстройки электрических параметров; 
метод металлизации; / 

величина зазоров для связанных микрополосковых линий; 
точность выполнения -размеров микрополосковых линий и зазоров 
между ніши; 

расположение контактных- площадок, входа и выхода никрополооко- ^ 
вых ликшй; - , I 

номинальные значения и предзльные отклочения основных электри- | 
’ческих параметров сосредоточенных элементов, мощность рассеяния 
(для резисторов), максимальное рабочее напряжение (для конденоа- 
торов), максимальный рабочий ток (для іткрополос новых линий); - 
данные по навесным элементам, вариант установки их на микро- 
мол ос по луг плату. 

Для герметичной конструкции микросберки должны быть указаны; 
критическая влажность внутри корп^'са; 

запелнение корпуга инертным газом или твердым диэлектриком; 

. • . дйЕчв.ми-г га38 внутри корпуса. 

, ---_В С'учаг К! с бхгдимости моід’т га^чвн.-ься: X ^ 

фіррмЕ -.-а в с.-} чае частичной ы-Пг-лизации экраннс ■ легерх- 

•тстялілл .'хасл; - _ __ . 



оопротг с:ние квадраіз резистивноЛ пг.енга ОмД, ; 
рекоаеі ,еиое взакиное распсло*ев/'.ѳ иикрополоаковкх лвкна ж 
оооредото'і; иных элеиентов; 

дополш': лльные требования к парзустрам элементов (доброт- 
ность, вьіс точность номинала л т.п,); 

метрд ; <!Шіения микрсполосковой платы к корпусу микрооборки; 
метод рметизащш ж метод проверки герм* іичнооти до в после 
герыетизйі '.а, 

О 1.7. Ко іотрукторокие чертеви ю микрооборку должны быть •оформ- 
лены в СО! 'ветствии о ЕСКД и ХТІІО.000,028, 

2. ПОСТРОЕНІЕ РЯДОВ Т1'.П0РАЗ«ЕР0В 

( 2,1, Микрооборки могут быть выполнены как на одной микрополоо- 
ковой плате, так и на нескольких платах, 

2.2, Стыковка входяпціх в микрооборку микрополооковыі плат 
дсілжна обеспечивать получение прямоугольного контура, 

2.3, Р<і,^черы микрооборок определвются внеаними размерами кон- 
тура, обрсізованного микрополооковыми платами, входящими в микро- 
оборку, 

5. ПРАВИЛА КОНСТРУИРОВАНІИ ЖКРССБОРОК 

■ З.І, р) утренняя полость корпусов герметичных микрооборок долж- 
на быть эЬіпола^на: 

инертН'/« газом - аргоном высшего сорта, ГОСТ 10157-73, гели- 
ем Быопс; очистки, ТУ 51-650-7^, или газообразным азотом особой 
чистоты іьмі высшего сорта, ГОСТ 9295-74, под давлением в соот- 
ветствии - требованиями технического задания на никросборку; 

тверд» ' диэлектриком - пепопдаотом. термораактивным ПЭН-И, 

ТУ ‘СЯТЗ-РЛ-^ГеТ ' " V' - - -- 

3,2, Р'крооборші могу'- оыті, защищены лакокрасочним покрытием. 
Рыбор по’^.лиия производі’г^^п в ооответртьаи с требса.и,иями тсхки- 
чеоког-о 3 1 Д 8 НИП ва ш!кри,гбрку (в части экок^^уатации) и рекомен- 
Дйциьми С Та ГО,ОІ4.[Ю.' , 

■.’ет&лл.ічеокие отер*гг-» ? стосляккые бусы кйзксчі- статных выво- 
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дев, а таксе резьба * внутреввие пслоотя радйОчаототвга ооедінв- 
іелѳй долЕЕЫ быть запдацены от окраски. 

5.3. На чертеге кикрооборок долхеы быть указаны; кесто и со- 

дерганиѳ иарквровочных вадшмей в ооотзетствка о требовалаякк 
0СТ4 ГО.073.200. . ■ ■ ' 

Выбор краски дай шнѳоения маркировочных вадішоей произво- 
дить в соответствии с требованииші технического задакия на кик- 
рос борку (в части экоплуатацЕн) и рѳкокеадацияшг 0СТ4 П) ,028.001. 

3.4. Конструкции кикрос^Зорок о вапольаованиеи корцуеов раз- 
личных вариантов приведены на черт. 1-8. 

Рекомендации по выбору различных конструктивных вариантов 
иякрооборок приведены в рекоиендуекои прилохении 3, 

. 3,5. Для уиеньДіения влияния зазоров кѳаду шифополосковнші 
платаии, а таіие мегду торцаыи ыикрополосковых плат и злеиента- 
кй (деталями) корпуса, на которых установлены СБЧ-ооедпнителн, 
на параметры микрополоо новых линий рекомендуется макоинально- 
допуотимуо величину этого зазора выбирать в заввоимости от {й- 
бочей частоты Г • требуемого коэффициента стоячей волны по ва- 
прякенио Ксти и диэлектрической проницаемости Е материала 
П 0 ДЛ 02 КИ микррполооковой платы в соответствии с. графиком, при- 
веденным в рекомендуемом прилогении 4, 

В атом случае соединение мигрополоо новых линий на платах 
долзно осуществляться припайкой плоских перектлек. Ширина пере- 
мычки не долина отличаться от кярины иикроподооковой линки бо- 
лев чем на 10%, толщина не ;цолкна быть менее 15 мкм. Смещение 
плоской перемычки относительно микрополоо козой линии це долж- 
но превывать 15% ширины микрсполос новой линии. . 

3,6,' Присоедккение микрополоо конЬс плат к элементам (дета- 
лям) корпуса мю'.ет быть выпол}’ено как мехакичеокйіг путев (о по- 
мощью специальш:: приккыов), так и путец припайка микрон о.т ос но- 
вых плат я елеі-окіаи (деталям) корпуса или их приклейки опеци- 
алтныш! кіеякі, і’озмокно приведение для кондтруктт'бной пайки 
следующих пригое- : ПХ 40, ПОС бі, ПХК 50-Іс, ГОСТ І4?9-'?0* 

П02 50, ос7ч 

і.'\ Жкѵ* і.‘-г "сзерхиости вс‘-х ии.-рсті:'. . >-овых плат, уо- ано”.- , 
ленных Ы X рку,ДСЛ2яХ’ КЯХДІ'ТХО - ЩТООКОГТР. 
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5,8. Низкочаоіотшів выводы, вшолнеЕкке в Елдв ОБиоогсг?5.: >- 
ного 8лемевта,приооедикять к элеыентам (деталки) корпуса сі:;- 
коЗ, пайкой или приклеиванием, 

Цикрооборка в штампованном корпурѳ пеналввого типа 


і 
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!.!;ікрооборка зо фрезерозанн корпусе 
рамочного типа 





I ~ тру(?ка; 2 - радиочастотный соединитель; 
5 - корпус; 4 - прокладка резиновая; 

5 - «икропопоскозая плата; 6 -- крепка; 

7 - проволока; 8 у визкрчасл)тни1і вывод 

. ^ Черт, г; 




о'':л іТ/.сіп.Сиі 
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Микросои^"’’ в щтаипоЕаннои корп^'Ов 
рзмочг'пго типа 







5 - иикрополооковая плата; 6 - трубка; 
7 прокладка резиновая; 8 - проволока 


Черт, 5 
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Микрооборка » составном корпусе 
I рацочного типа 



’ I - стенка; 2 - микрополосковая плата; 

3 - крыЕка; А - заполнитель ПЭН; 5 - экран; 

, 6 - поддон; 7 - радиочастотный соединитель 

Черт, б 

_ -Д 
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ІІдкросборка 9 чавечЕои горцуов 
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р Пргаовдияенив__радирчаотрткых оеедищтеаей клщ геркомо- 
хсз к еяекетм (деталям) корпуорі, іыполг.?нішм па виаісарго 
вьтсркала телщиней менее I мм, должно произтодйтмя пайкрй нхж 
ОжеркоЯ. 

Приаоединенив радчочаотоівых оредиви~влвй или гермоирдов 
ж глеиевіам (деталям) корпусов, ішеющим ж месте прваорджнвнжя 
жогьЕву более 1 мм, должно производиться установкой. в отверотже 
в поохедувдЫІ герметизаціей пайкой по' контуру откка^ 


3.10. Для увеличения жесткоотж микрооборок допускается, прі 
веобходимооти, ааполнение нижнеро (нерабочего) обьеца микрообор- 
я иоішауьдом КТ-102 о наполвеаием по ОСТ^ ГО.029,003 ждя пево- ■ 
плав гон термореактивным ПЭНЧІі 

3.11. Способы крепления .'ми крооборок в' блоках настоящим стан- 
дгртом.нѳ регламейтируютоя, а определявтоя в каждой конкретном 
влучнѳ, каходя иа конкретных требоэаний к устройствам, 

3.12. Коютрукция основания корпуса пенальногр типа предотав- 
< хет на черт.9. Метод ооедивѳния-'деіаяѳй между собой - контакт- 

жая точечшя сварка. 

I При юобходииоотя на поддон может быть установлен экран. Для 
> жреале]^ микропояоо новых плат к поддону корпуса ыеханичесям 
' Жуіеем реконендувтоя специальные прижимы. 

; З.ІЗ. Герметизация никросборя в втанпованнси корпусе певаль- 
10Г0 тем должна производиться электродугоБой оварігой коіуха м 
©емования по контуру оіыка оплошным швом. 

3.14. Кснотрукция основания корпуса рамочного типа предотав- 
, і*м иа черт, 10, • ' 

• 2 ра веобходимооти на роддоа можеі^ С&ть установлен згсраж. . 

8 случае крепления микрсполооковых плат к поддону корпуоа'ивп 
*а*^сзпиі путем рекомендуется прииенѳішѳ специальных упоров. 

‘‘йгсд оо&дииеиил каркаса, поддощ и упоров между собой - кон- 
; точечная сварка. ’ 

3.*5,;^Птжбгдкненив крышек к осиованко монет пройзсодит^я 
-^1^*4 влек: родутсвсй сварки, или приклейки основания и і<і»іиек по 

. оуика ОПЛОЕЕЫМ ИВШ, . ■ 

^ Д01Г с-кеето я только для микросСорок, каркасы которых 
отбортоккк, ' ; „■ " • 
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Оонованио корпуса пакального иіЩ 



1 — радкочаототннй соединитель; 

2 - иикропол 00 новая плай; 

3 - экран; 4 - стенка; 5 - поддон; 
б - переиычка; 7 - пішюі 





1 ■» поддон; 2 - экран; 3 - упор; Л - карка»; 
5 - радйочаототный соединитель 

Чвоті' ІО ■ , . ^ 
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3.16. Креплешіе иикрополооковш: плат в корпусе иикросборх* 

; двухъяруонш рарполохением плат осуществляется пайкой или «е- 
:аничеакии опоообои, — 

5.17. Конструкция коаксиального перехода для соединения иакр&- 
золоокозых линий. на платах, расположенных одна под другой, пред- 
зтаалска на черт. II. Фторопластовая втрка устанавливается 

В корпус по пооодко о пцтягои. Соодиионио лроводішка с ынкро* 
полос ковьми яинилии проииподится плоской аоронычкой. 

3.18. Герыётизация микросборок, выполненных во фрезерованных, 

прессованных и гальванопластичеоких корпусах раиочного и чавеч- 
ного типов, а также в двухіяруояых корпусах обеспечивается пай- 
кой крыши по контуру о введениеы резиновой прокладки и стазГь- 
Есй ЕЛИ латунной луженой проволоки диакетрш ох 0,63 до 0,8- ш 
для вскрытия иикрооборки, , 

3.19. Для проверки гериет-ичности и посіедуоцего вапохвенін шос- 
росборок Инертный газом на стенке корпуса должна быть установ- 
лена трубка из латуни или меди. Наружный диаметр трубки от 3 

до 5 мм. 

Коаксиальный переход между платами, 
раоположѳнными одна под другой 



• I - проводник; 2 - перемычка; 3 - втулка 


Черт, II 
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Коногру^я подлоквк 



Черт* 12 ’ 

* .. . •’ ! • 


Габджца I 
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4.1.4. ІЗерохогахооть лозерхвоатв подножек указана в забя.г. 
Т а б ж в ц а ^2 



' Рабочая поверхность і 

подложки і 


Гс-ЗЗ 

ПСДІСГЯ 

Ваиненова- 

под ваныленне 


Экран- 

ная 

поверх- 

ность 



вив 

даранетрг 

ш 

■ 

ивогоолойное 
или 0 повы- 
венной доб- 
ротнсотьп 
ыикропод со- 
ковых ЛИВИЙ 

под 
фоль- 
ги ро- 
вавиѳ 

без 

окрай- 

биро- 

ьанвя 

после 

окрай 

биро- 

вання 

Шерохова- 

?0СТ^27&-73 

не менее 

поли- 

рован 

поли- 

ровать 





'І. . 


у. 
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4.2. Ііякролодооковыв хвнвн и контактные плоцадкв 

О 4.2.1. ТодЕШНа ыикр(»іолооковых яивий. ховтактща ллоцадок ж 
ахрава вѳ должна быть ыевеѳ 12 нхк при работе на чаототах до 
.2 ГГц, иенее 6 ики - на частотах от 2 до 8 ГГц в ыенее 4 мкы - 
на частотах свыше 8 П^. ' 

4.2.2. Для изготовления ыяхрополосковых линий, контактных шіо~ 
кадок и экрана приыѳвять оледутхдие натерзгдзт 

иѳдь бескислородная (пруток диаыетрои 10 ки) ыаркыЯБ^ 

ГОСТ 10988-64; 

. Уѳдь вак^уы-плавленная гранулированная, бКО.028.007 ТУ; 

фольга медная электролитическая о адгезионный покрытиеи тол- 
«кы; 0,02 ми, ТУ 43-2-2-72; 

Тс-ародѳв5Кый препарат жтдаого. запета, ТУ РС^Г I7-^^274-70; 
псо,ты пргьоді;иковыв 3701, 3711, ГГ0.,Л27.СЮЗ ТУ. 

, 4.2.5. Для улучшения адгезии напыляемого проводигкового (то- 
.’Лбпр:зодящег’6) олоь в. . качество адгезковнсто по^здоя 'Срикенять 

«Лі;;гтиіщв Ш.,териь,лы;- 

хрлГііетаДл'ичерккй мерки БРХ, іІТУ 5-30-70; л, - , ’ ‘*У 









0СТ4 П), 010 .202 

Стр.2І 

Ред^ікция 1-75 


Пленочные кондевоаторы 

С Для изготовленія обкладок кондевоаторов пркыеняіь ола- 

•;ив ыаториалні ’ 

ллгминий нариі АО, ГОСТ 11069-74; 

титаи ВТІ-0 (адгезионный подслой для иихней обкаадкил 
кінадий марки ВНМ-І (адгезионный подслой для верзсней обкладки Л 




тантал ТНЗ; 

пасты проводниковые 5701; 3711, ГГО.027.003 ТУ. 

Рокоиендуомая толщина обкладок конденоатороі - ве менее к ми. 

(.4,2. Для изготовления диэлектриков конденсаторов піжменяі» 
олс'іущие материалы: 

ионоокись гермвкния, ГОСТ 19602-74; 
лорооиликатное отекло, ТУ II ЕТ0,055,ОІ5 ТУ-72; 

>оторезиот ФН-ІІ, ТУ6-І4-63І-7І; 

'ітіокиоь тантала; 

лоты конденсаторные 0902, ГГ0_,027,00б ТУ, 

•оновкые параметры пленочных дизлектриков приведены в рекомея- 
дус ом прилояении 5, іабл.3, , 

опускается по согласованию о заказчиком применение других ди- 
эле -тричеоких материалов, удовлетворяющих техническим требованиям 
на •онденсаторы. 


4,5, Изоляционные опои 


О 4,5,1, 7|ля изготовления взолпционных слоев применять следую- 
щие материалы; 

- орооиликатноѳ стекло; 

‘-оторвзиот ФН-ІІ; • 

ічота диэлектрическая ІООІ, ГГО.027.005 ТУ (для подл окѳк из 
кѳрі ікческого материала); ч 

1 чСта диэлектілческая 1003, ГГО.027.005 ТУ (для подлолек из 

" ОИТОіла). 

о новине параметры пленочных изоляционных слоев приведены 
в та -лД рекомендуемого, прилежания 5. , 
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5. КОНСТРУКТІІЕНО-ТЕХЮЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

И ОГРАНИЧЕНИЯ КА РАЗРАБОШ ТОПОЛОГИЙ , 

5,1. Обпціе конотруктивно-технологичеокиѳ требования 

О 5.І.І, Рексывндуемов волновое сопротивление входа в выхода 
кикроппл 00 новых линий 50 Ом. 

0^ 5.1.2. Уакоииальная плотность постоянного тока в иикрополоо- 
ковых линиях на оиталдовых подложках 30 на подложках яа 

поликора 200 А/ші^. 

О 5.1.3. Микропол 00 новые линии должны быть расположены параа<« 
дельно сторонам подложки', под углами 30, 45 и 60°-и по дуге ои- 
руквооти или опирали, . , 

Предпочтительно расположение микроподооковых линий парад» • 
дельно сторонам подложки. 

<© 5.І.4І При отсутствии специальных требований расстояние меж- 
ду краями -соседних микрополооковых линий, не связанных между 
собой, должно <^іь не менее утроенной толщины подложки. 

5.1.5. Никрополоо новые линии, не связанные о отверстиями идя 
пазани, напыленные резисторы и индуктивности должны располагать- 
ся на расстояния не менее удвоенной толщины подложки от кромки 
паза^или отверстия, 

5.1.6. Изгибы микрополооковых ЛИВИЙ шириной менее 0,1 мм 
следует выполнять по черт, 13 а, шириной от 0,1 до 0,5 мм - 
по черт, 13 б, шириной более 0,5 мм - по черт.ІЗ в. 


Изгибы ішкрополосковых линий 



\ > 


Л' 
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гам о еледуе* рьопола-_ 

оторовах подложля, * ’ Рвм-очтлте-ідо ва протявопоаохнкх 

*ЫІ Ш5КРОПОЛООКО- 

Предпочтителіно входы в внѵт,™Т^ ^ 1»нао.аогогного соединителя. 
01 края подложки на раоотоянии якниЯ располагать 

».5 ». М «0Р0»2Л2«“ ІО ,“і5 Г" " 
на расстоянии 6 ш и лалва пи!- ' ***** * *** "^*Д-’'о*ки 

равных 48, 24 и 12 шс! « “• «» сторонах. 

оя на Раоотоя2и^Пв”в*'о^Г^ТнГ^'’“"^ оканчивам- 

5 19 - • * не более 0,5 ыы от края платы, 

располагеть по во^ 

кратным І,5"ии, ' “якрополооковой платы о шагом, 

-™«« -«.5 и. 

3,1,10, Навесные зявтти * * 


^П'5 I тп Но- — «"-«ныаототкымя выБодами -4,5 

ных от*пленочы^*^дементоГм распадагать на свобод- 

•««ѵением контаі^х ^ ^ “Ги^^ 

.РЫИ присоединяются контактов " яи«иЯ, к кото- 

5 I II н ^ онтактвые поверхности навесных элементов. 

размещение проводникоГ'пита^ обоснованных случаях допускается” 
веоных злемонтов при ѵсло-тв корпусами или выводами на- 
ивя или лака на участ *‘‘^”®«"Р‘«еокого слоя, 

сом или выводом^ ^ одника, раополохевного под корпу- - 

«йкрополоокмую’'^тГ долкм устанавливаемого на 

«лошадка или контактІй іо! предусмотрена контактная 
5 ! 15 Р “икрополооковой линии. 

^СДОЙ л^ниѴ.'п^дн^^^^^^ «икрополос- - 

2олоч»ос выводов навесного злеквнмТ^““° я присоединение прс>- 

в ллате, должны быть нГм^'’"*' °*вер- ■ 

не'меиее_ ^ы трех дкеметррв отве^ 

"°д лри«и«н«.„ 
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элемента или перемычки долины превышать размеры контактяоЗ части | 
вывода или перемычки на 200 мкм, как указано на чері,І4* ' ' 

Контактная плоцадка под пряооедикввив вывода 
навеоного элемента 



Черт, 14 


5.1. 15, Плоаддь контактной Плоцадки ‘для присоединения выводов ■- 
веокольких навесных элементов, имеюаих электрический контакт, 
не' долина быть менее суммы ыинкцально допуотиыіа разыероз контакт- 
ных площадок под выводы отдельных элементов. 

О 5.І.І4. Расстояние меиду контактными площадками для присоеди- 
нения навесных элементов в низкочастотных выводов не должно быть 
менее 300 мкм, '• 

С 5.І.І7. Для присоединения выводов навесных элементов, имепщих 
общий электрический контакт, допускавточ контактные площадки ■* . 
как о частичным их разделением (черт,І5 в), так в без него (черт, 
И б). X ‘ 

5.1.18, При необходимости точной фиксация расположения навес- 

ных алементов пч отношенив к микрополооковыіі линиям и контактным 
площадкам рекоменхуетоя выполнять контактные участки линий и 
плоіздки' аТобгветотвИй с черт,К, 7 ‘ , 

5.1.19, Расстояние от края отверстия до іонтактных площадок и 
учооткоа (Дікропол ос новых линий под установку навесных элементов ^ 

-не допико бить менее 500 ынм. ^ 


ХГі* го .010 ^02 

С?; 

?*5із:;88 1-^5 


КоЕтактЕые паоцалкі дня првооедхвегхз зызсдса ' 
вавеовых алеиевтов, киесгцкх елехтрхчеспі хгвт8.хх 



Чер*і 15 

•! ^ - • • 

Ковтапішв учаотяі хвниВ і іас^гздхі 
дня хочной фихоацкі раапоаохвши вав»:г^а влехевтов 



0СТ4 ГО.ОІО.Й32 
Стр.2б ' 

РедащЕЯ 1-75 


О 5,1.20. Коктаптнкв шіоіі;адки і контактые участки іаікрополоско- 
ЛИНЕЙ для прлооедвЕвнЕя вавеоЕыі элеиентов долхны разиелэть- 
оя на иикрополозковой плате о учетом оледувдих требований: 


расстояние иехду корпусом (основанием) элемента и краем иик- 
рополооковой платы, медду выводом и краем платы не долхно быть 
изнее I нн; 

расстсание меіау корпусами (основаниями) соседних элементов 
ЕЛИ ворг^оами (основаниями) и выводами оооедних элементов на 
долхно быть менее 2 км. 

О 5.І.2І. ииЕЕыально допустимые размеры контактных площадок, мки: 


Для пайки ........... 500x500 

■ ^ Для сварки 300x500. 

Для контроля пленочных элементов 300x300. 

^ 5.1.22. Для контроля редимов питания навесных элементов и из- 
иеревия номиналов пленочных. элементов могут быть использованы 
ко нтак тные Площадки ила микрополоа новые линия при условии ооіра- 
нения качества их поверхности; • 


5.1.23. В случае невозмокности контроля резисторов из-за их 
' шунтирования проводшіковыш элемвнта«я*юхе?а рекомендуется на 

свободной месте платы вблизи от' контролируемых резисторов' разме- 
щать резисторы "свидетели",' 

При шунтировании резисторов проводниковыми элементами схемы 
допускается контрольное измерение величины их сопротивления пу-| 
тем создания. в проводниках технологических разрывов длиной не ? 
брлее 0,2 мм. После контроля разрыв запаивается, ~ » 

5.1.24, Для выборочной оценки адгезии проводниковых элемен- 
тов рекомендуется на свободных местах в центре и у краев платы 

__првдуомотреіь. не менее трех специальных контактных'площадок 
размерами О, 5*0, 5 мм, 

^ ^ — — 

V; '5.1.25. Контактные площадки оледуеі ра'ополегать на расстоя- 
нии не менее 200 мкм от краев ішкрополрсковой платы. 

5,1.26. Для микрополосковых .плат, крепящихся в корпусе пай- ѵ 
-КОЙ, об^твач сторока должна быть металлизирова.ча поянсістьэ, . 
за иокзочекиек мест ійсположения на .ней злемектов скеммѴ; -'ѵ 
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Для г 
обра* 
уяваг 

■ /^ чаот! 


квха- 
указ^і 

V 5. 

О лягь‘ 
меоі 
іакт) 
Рі. 
мя лл 
вес о 

5. 

иидук 
иѳное 


^'О 


’Т, ярепякшссч приклейкой, иеобходииооть иопідгяааці* 

« стороны, опрвдмвеыая тробоввнад к схем, додха быті ^ 
в технической ааданин а иикрополосковую юатуГ 

-.27. Торцы плат, кроые мест выгода азкочаототных и выооксн’ 

■изапиГ^"*^”*”’ металлизированы, Необходииоот» 

.^изации, определяеыая трѳбоваля'яыи к схеие, долина быть ^ 
л в технической заданли, 

.28, По перинетру иикрополооковой платы доетокается оота»^" ' 

Г'""' 

Гпло^Г " микрополооковых линий и юн- 

тс плоцадок под низкочаототвые выводы, 

стопив ыехду иетаялязированнсй поверхяоотьв и контактны- 
чадкаыя яля ыикрополоо новым яинияин не должно быть ие- 
лУмы_;ад 2 С_толпіин подложки. ^ ^ 


цеатралышы выводон пленочной 
чей на « 


Металлизация по периыетру мкхрополооковой 


платы ’ 
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\/ 

'5.1.30. При проектироБЭЕии прецизионных совденоаторов необхо- 
димо предусматривать подгонку номинала либо удалением части верх- 
н^й^^ обкладки, как поі^зано т черт.18 а, ибо присоединвЕвемле-' _ 
ремычкоЯ' части верхней обкладки, как показано на черт. 18 б, цдв 
Ьо ~ раачетная площадь конденсатора, •' 

, Тополопія -прецизионных пленочных конденсаторов 



85 % 5 , 


Шз, 


І0%3а 


5 % 3 $ 



а 


5%3і, 

П8в 




Черт. 18’ 


п™! * "о^У'^ения требуемых параметров микросборок на 

отадни схемотехнической отработки допускается просматривать 
в соОТ^^ "вменения длины отрезков микрополосковых ли^й 

^ний и ПРІ перемычек, припаянных к отрезкам , 

и и перекрывающих разрывы, * 

■ “« » икрополоскоіш «ми* В0І5Т , 

шь как о металлизаодей, так и без нее. ■ ™ / - 

приОен^; Р^зиеров пленочных элементов - 

Р Д н в рекомендуемом прилокении б. 
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Топология ШІКроПОЯОбБОВШС аИЕХІ 
прі подо тройке « ДЛІВ 



5.2. Тѳхнологичеоішв требования і огравичення 
при изгоховлеыші иикрополоояовых плат 
неюдаин тонкопленочной технология '' 

С 5.2.1. При изготовлении ыикрополооковых плат слои наяооитв 
в следуЕцен порядке; 1 

резистивный ОЛОЙ (резиоторн);. 

Еакне обкладки конденоаторов; 

проводниковый. о ЛОЙ (экран, иикропрлоо новые линии, контактные 
плосадж и І.Д.); 
днэдектрик; • , 

верхние обкладки конденсаторов; • , ' . 

эачггныЯ 0ЛЙ1; 
евтікоррозионная защита. 

-опускается и другой порядок изготовления слоев, опродедяеиь'і 
технологией изготовления. 

, - ! • Л ■ ' 

5,2.2. Пяеяочкнв злеиенты - иииропол ос новые 4 іккии . реено торы . 
ноадешааторы «лікдукткьиости равясявтвітй иа расстоянии ив ме~ “ 
««е ГІМ от крмв поджжкй, ~ѵ ' 

~ л - ' .Г-.'’' 
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отдельных техЕкчесія обоонованных случаях (охеыа теле ^яхіт- 
ров "гребанка в гребевку", схеыы вибраторов и т.д.) доауркаетчя 
раслолохение иикрополооковшс ланий у края подлохкн х о вереходои 
через торец на экраннув поверхность, ' 

О 5.2.3. 'Минимально допустимая вирива линий, ввлячина зазоров 
мевду вши и предельные отклонения их размеров в аагиокмооті 
от технологического метода изготовления приведены в табл.3 (для 
линий длиной не более 40 мм), — 

' В т^ичеош обоонованных случаях разрѳшетоя ішрииу линий х ' ' 
величицу зазоров между ними делать менее указанных в табд.З, 
еояи 8 X 0 обесдечиваетоя технологией изготовления. 


Таблица 3 


Вариант тѳхнологичео- 

Минимальные размеры, : 

мкм 

кого метода в ооответ- 
отвии 0 ОСТ4Г0.054.207 

Ширина' 

Величина зазора ‘ 

Предельные . 


линии 

между пиЕикми - 

отюіоЕеаня 

І.а, I б, .1 в, 3 а, 3 б 

г 70 

50 

+20 ' 

4, 5, 2 а, 2 б 

Г 

40 

30 

+15 


О 5.2.4, Минимально допустимые размеры пленочных резисторов к 
минимально доцуотимая ширина зазоров мѳлду резистивными учаоіва- 
ми (черт.20) указаны в табл,4, ' 


-Топология пленочных аюзхсхоров 



О- ■ 

Черт. 20 
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исход 

івготовдѳви 


иявшаліЕыв размеры резкохоре^ ккы 


Сяркш 


Дліва 
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Таблица 5 


" Метод изготовления 

Точность изготовления, % 

Масочный 

♦ 

+15 

Фотолитография 

±7 

С индивидуальной доводкой воин- 
вала тантал оных резисторов 

ДОі.1' > 

5.2.9. Места соединения контактных участков обкладок, конденса- 
торов 0 другими злементаки необходимо располагать на расстоянии 
не мевеѳ 200 мки от края диэлектрика. 


О 5.2.10, Для.оовцещения пленочных элѳиентов, располсдеиных 
в разных олоях^ должно быть предуоиотрено их перекрытие не иѳнее 
чей на 200 мки, , • 

Г) 5.2.ІІ. Чертеж каждого слоя платы должен иметь реперные знаки 
по углам контура, ограничивающего габариты подложки. Форма репер- . 
вых знаков может быть любой. 

Рекомендуемая форма реперных знаков - уголіи о длиной сторон 
вс менее I мм при вирине не менее 0,2 мм (черт.22- а). Левый ниж- 
ний реперный знак, . определяющий базовый угод, является ключом мик- 
рополооковой платы. Рекомендуеыая конфигурация ключа показана 
на черт. 22 а. 

Топология реперных знаков слоев 






Редакция 1-75 

"•о«^‘ойоЙ,Ѵщ“ф7оір*;ПоГ” > «адо. 

торке Раополагвс’вя пп тт ^ ^лішгельныа реперные чяя«п» - 
“»« зиь Л.М. . “ таи. ®|>ра8 риіерва зшй 

"” хГ: гЗГіі г”"“” 

-г-г::? ~ - :Гр.'~г 

Топология реперных анакпч » 

рных знаков для оовнещения слоев 



'^орт. 23\ 

•» . . ■ • \ « 

“ ««»»“« р- 
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Топология реперных знаков 
- — для фоіооригиналов микрополооковых пла* 



Черт. 24 


5,3. Технологичеокие требования и огранячениіГ 
при изготовлении иикропол соковых плат 
ііеіодои • толотопленочной тохнологиж 

^ 5.З.І. При'изготовлении кикрополоо новых плат методой толото- 

пленочной технологии слои наносить в следующем порядке: 

- проводниковый ОЛОЙ. (микрополоо новые линии» виикие обкладкщ 
кондѳноаторов, дрозоели, контактные площадки, экран, металлиза- 
ция торцѳБ И отверстий); - . 


- диэлеіярик под перемычки индгагивноотк, 

- диэлектрик конденоаторов; - . ' 

- верхние. обкладки кондѳноаторов, перемычки индуктивноотв; 

- резисторы; 

- защитный слой, 

5.3.2. Микрополоо новые линии располагать на раостоянии не ме- 
нее 0,3 |оі от к;аев платы, < 

о 5,3.5. Минимально допустимая ширина микрополооковых линий к 
величина зазоров цеяду ними 150 млі. 

0--5.з;ігг МннииальЕо-допуотимые ^змеры-пленотаи гезкоіоіюв к 


расстояние между нкии, мкм; 

, кі • • ' ®!ркка .'■» 



Даяш . •. . . . • » .» 


раостокЕие межда резисторами 

. - л V • ' ' '■ 


800 
500 
„ 500 
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СоотвоиѳЕіе длины ж ширины пленочных резиоторов не должно 
быть ненов 0,35, — 


О 5»3,5, Точноохь изготовления пленочных резиоторов пре индквж- 
дунльЕой доводке номиналов резиоторов 

При проехтяровании резиоторов о подгонкой иошіввла до 
раочетвый воиянал должен быть на 15 % ниже требуеиого, * 

О 5.3.6. У пленочных ковдсноаіоров <ом.чер». 21 а) шаюія об-‘\ 
кладка на край верхней, а диэлектрик ва край нижней обкладки же ^ 
должны выступать невее чем на ЗОО, млі, 

О 5.3,7. У пленочных конденоаторов (ом.черт. 21 б) диэлектрик 
не должен выотупать за края. площади перекрытия обюіадок конден- 
оатора ыевее чем ва 300 ыкм. 

5,3,8, Иеота соединений контактных учаотков обкладок конден- — 
оаторов о другими элементами необходимо реополагать ва раоотоя- 
ниж не менее 300 мкм от края диэлектрика. 

О 5,3 ,9,. Для оовмецения пленочных элементов, ваходящихоя в раа- 
кых «лоте, должно быть предусмотрено жх перекрытие не ыевее 
, чем на 300 мкм. 


5,3.10. Фотооригиналы микроподооковых плат должны иметь ре^ 
«рвые эваки по утаа» вне контура; ограничивагщего габариты пла- 
ты, Форма реперных знаков может быть любой. Рекомендуемая форма 
реперных знаков - уголки о. дайрой сторон не менее 0,5 мм пм ши- 
рине не М6ВѲѲ 0,2 мм (черт, 25), ^ 


Тополопм реперных знаков фоіоорнгмиадет 
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5.3.ІІ, Для оовиеі:ѵгвіш слоев икЕросолосковых пга; в кахдоѵ 
слое необходимо предусмотрегь доподнигельные репернзй знаки, ко- 
торые раоволагаюмя вдоль длинных сторон (предпочтіт«ЬЕо) ва _ 
овободЕых местах ^ты вблизи ее увлов. 


Топология реперных звзков для оовмецепиз слоев 



печетЕцй ОЛОЙ четный слой 


Черт, 26 

Фориа реперных атаков ыохет быть лпбой. Рекомендуемая форма 
реперных знаков - равнобедренные прямоугольные іреугольняка 
о длиной сторон не иѳвѳѳ 3 Н 1,5 мм, поодедовательно чередухадос- 
оя в слоях (черт,2б),- 

5,^, Требования к механичеокой обработке 

5Л,І, Пазы и отнеротня на цодлохках долкны быть выполнены по 
4-7 клаооам точнооіи. Применение 4 гаасоа точности должно быть 
оогдаоовано с техналогической службой предприятия, 

•5,4,2. Диаметры отзерствЯ должны выбкратьск в ссстзетстзла. 
о РОСТ 6636-69. Рекомендуемый минимальный диаметр отверстия 0,5 ми. 

5.4.3. Минимальная ширина внутреннего паза - 0,5 мм, Макоималь- 
* во допустимое отиовенае длины внутреннего паза к еро сирине 10:1. 

5.4.4, Ыишшальныѳ расстояния от кромки отверстия «лк паза до 

края подаокки, а таккѳ меаду кромками отверстия или паза должны 
соответствовать данным табл, бѴ ' і- ; ■ - ~ - 


ЮІ 
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Таблица б 



Минимальное рвоотоявхе 

Диаметр огверотвя | 

или ширина паза 

от крсвіки отвѳротия 
или паза до крои 
подлоххи і 

ыехду кроыкамх 
отверстия или 
паза 

От 0,5 до 2,0 

1,0 

I 

ч 2,0 ■ 5,0 

2,5 

✓ -л • • 

• 5,0 ■ 10,0 

♦.,0 

б 


5.4.5, Шербховатооть поверхности отверотхЯ, пазов и торцов 
плат пооле механичеокой обработпі ае доахва быть х^ха хлаоба 
8 а по ГОСТ 2789-73. - • 

^ б. РАЗРАБОТКА ТОІЮАОгаИ ЫЙКРОПОЛХКОВЫХ ШАТ 

б.І. Віалн раэработхя 

і 

О б^І.І, Разработку топологии следует производить оледуидаа 
атапаіш: _ _ 

разработі» охеіш соединений пленочных элепеятовва плате, т.е. 
выбор взаимного раополохения ыикрополоо новых линий,. резисторов, 
конденсаторов, дросселей, контактных площадок и т.п., удовлетво- 
рясщей предьявляеиьгИ к топологии конструктивный и элехтрическин 
требованиям^ \ 

расчет геометрических размеров пленочных элементов (резисто- 
ров, индуетивностей, конденсаторов); \ 

выбор формы и разкеценкѳ пленочных элементов на рабочей пло- 
щадке поллохки; , \ 

оценка качества разработанной топрлойіи и при наобхадимостн 
проведение гооівстствуюцих е« хсрі«ктн^оік)к,~'''~ 

6.1.2. Для проспос едеи, содерхаиих небояья» числе зпвыехтов, 
разі^-ботку топохогк.кеокой схем», выбор фѳрим глёмеиаов и их раз-' 
^«иек*,4 Сі^^хусг прсггвидкгь едкоарвмвиио,— " : - 
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, 4.2. Разработка схеиы соединений элеиентов 

о 4.2,1, -Рекоиевдуетоя следующий порядок разработки: 

, из принципиальной схемы условно исключить навесные элементы 
и заменить их выводы контактными плоцадками и контактными участ- 
ками микрополосковых линий; . . 

в получеішой схеме соединений элементов разместить в соответ- 
ствии с конегіуктивными и эдектричеотми требованиями контакт- 
ные площадки и никрополооковые линии, к которым подсоединяются 
навесные элементы и внешние выводы;* 

при наличии пересечений необходимо их ликвидировать, произве- 
дя ооответствуюцие упрощения перестановкой хонтакткмх плоедок ^ 
в ы...{рополооковых линий. . 

4.2.2. Расчет геометрических размеров пленочных элементов 
производить в соответствии о формулами и рекомендациями прило- 
жения 2. ' ^ 

43. Размещение и выбор фо^ыы пленочных элементов 

63.1. Исходными данными для размещения пленочных элементов 
являются: 

- схема соединений элементов; 

- размер подложки; 

, - геометрические размеры пленочшвс элементов; 

- электричесюіе и конструктивные данные и требования; 

- ооковкне технологические данные и ограничения, . 

о 433. Разработку топологии рекомендуется начинать с размѳще- | 
няя основной микрополосковой. линии передачи, определяющей* располо- 1 
жение радиочастотных выводов. Затеи разметают остальные элементы 
и контактные площадки в соответствии со схемой соединения эле- 
ментов, - 

’ 4.3.3. При размещения микропалбоковой линки рекомендуется | 
придавать ей форму о минимальным числом изгибов, К изгибам сле- 
дует прибегать только в тех случаях, когда 'без них размещение 
цикрополосковой ЛИНИН на подлоіккв невозможно. : ’ Г-' 
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Вар )нты топологии, отличасщиеоя по оравкенив о требовавиек . 

твінйч экого эалания, количеством изгибов мккр оп слое ков ыі^ линий, 

должни идаь оогааоовавы о рез^ботчиком схемы. 

^ 6.3 Рекомендуется переходить ка ыеньвий размер платы, еоді 
посла эзмедекия всех элементов остается свободной ее аначитедь** 
ная ча<‘ть, 

^ 6.5/'. В отобранный вариант топологии ыикропалозвовой платы • 
при нш 'ічии незанятой плоцади вносят изменения, упрощахтаие тех- ' 
иологих изготовления (например, 'увеличивается расстояния между 
элеменпми, размеры площадок и т.л.), 

6.4. Оценка качества топологии 

6.4і . Разработанная топология микрополооховой платы долива 
удовле* горятъ воеы требованияы, лредьявляемыы х ново тру ктивныы 
и элех'. 'ичсокиЬ лараыеіраы: 

- У’ тцвать'вое ограничения, обуоловленнке технологией иаго- 
товлевѵ : микрополооковых плат; 

- оР 'опочивать возыожнооть контроля электричеоких параметров 
элемент Ф схем; 

' - об опечивать воріальную работу схемы при заданноы конструк- 

тивном сполнении и условиях экоплуатации; 

- об ’спечивать изготовление микрополосковой платы и последухн 
ций ее .'онтроль по электрическим параметрам наиболее простыми 
тѳхііоло. ичсокиыи методами. 

6,4,', Пример разработки топологии ми крополоо новой платы атте- 
нюатора приведен в рекомендуемом приложении 1, 

7. УСТАНОВКА НАВЕСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА МИКРОПОЛОСКОВЫЕ ПЛАТЫ 
1Л. Требования к установке элементов 

7.1. , При разработке конструкторской документации на ыикропо- 
лооковы- платы о устаііовкой навесных элементов (полупроводнико- 
вых при' оров, резиоторов, конденсаторов 4 др.) следует руководот- 
воватьор требованиями^ нзложеннюа и стандартах, или техкичеоміх 
уолоЕйлз на эти элементы. 
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- длаг праведены »Я «едугдк^ злекеи^в: 
рѳзноіоров тЕпа СЗ-ВП,. 0^0.467.100 ТУ;. 

С2-І2Л, Оео.467.100 ТУ; 
кондеюаіоров тика КІО-9, ои.^бО.ОбЗ ТУ; . 

ОіО.460.107 ТУ; * 

диодов «па ААПа. ШіЗб, ту II тгз:3б0.*0бб ТУ; 

ЦбЗ .362.000 ТУ; - - 

"О-336-О40 ІУ-75, 

Аімои, БЛОІБ, ТГЗ.360.043 ТУ* . ' 

2А5І6А, ЯПЗ.Збо.ООІ ТУ* ' * 

2А5Ш. 2А5І75^“ 3^0,336.028 ТУ; 
тіанэиоторов тяш П329А-І3.329В; йкізбЗ.ОЗ? ТУ; 

- ‘^^ 5.185 17 ; 

ЩТЗ*Зб5.065 ТУ; 

2Т354Б. СБО.336.058 ТУ; 

НКЗ.365,239 17; 

СБЗіЗбЗ.ІОЗ ТУ; 

^К3.365.24б ТУ; 

Іх374А, ^К3.365.248.Т7; 

* ^^’^ТЗвгБ, СБ0.336.070 37; ■ 

аАО.356.062 ТУ-74; 
IЬ87А,^^IЗ__3^5^^0^ ТУ; .т 

• СБ0,ЗЗб.0б4 ТУ;’ 

^607А, ^53,365.008 ТУ; , • 

-ОІ2А, Іу 22 523 365.000 ТУ. • 

Вариант установки навесных 

кои задании на иикросборку. определяется в техничео- 

— -^--Уркничеснн- обосноіяипх, / ’ 

кнх элеиенгов при условии согл» ' ‘^кучѳнх при установке назес- 
допуокаптся отступления от трѳя'^^^^^'*” ^°-®®®ккм'предприятисй ' 
соблюдении требования госѵдэрс>!Г^”'‘ стандарта яри 

условий на эдеиекгы. Отступ стзццартон или технич^- 
условий на эленѳнть: должн-* бы-і ^РоОозакий технических , т 

«авесногс оіеиѳвтаГ' ■кредприктЬы-рв^' ^ 
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V’ 

7.1.4. Наотоящий стандарт не ограничивает воиѳнтаатуру эдемея- 

тов, уотаваьливаеишс на иикрополосковыѳ платы. Пря иопольговаЕХі 
алеиеніов, не включенных в ваотоявдй стандарт^ их установку про- 
изводить о учетои_ требований государственных^ стандартов и теін^ 
чес ких условий на эти элененты и условий эксплуатации СБЧ-иикро- 
оборох. I 

7.1.5. Расстояние от корпуса (основания) элемейта до иеота из- 
гиба при одноразовой гибке или иеота пайки выводов долхнн соот- 
ветствовать трѳбованияи, приведенный в разделах "Указания по иов- 
таху и эксплуатации" государственных стандартов или техиячеоких 
условий на алеиенты. Расстояние до иеота пайки - расстояние (а) 
от иеота соединения вывода о корпусов (освованиеи) до блихайшѳй.. 
границы зоны расплавления припоя, иэиеренЕое по выводу (черт.27), 
Расотояние до иеота изгиба - расстояние от иеота ооедивевня выво- 
да о корпусом (основаняеы) до начала радиуса округления (1(). 

' - 7,1.6, Радиусы гибки выводов элеиѳнтов долины соответствовать 
требовавияи государственных стандартов илв іехвяческих условий, __ 
При оісутотвия этих требований а. государственных стандартах иля 
технических условиях для формовки выводов диаиѳірои или толци- 
вой кѳнѳе 0,5 ии принять иинииальный внутренний радиус равный 
0,5 ии. Для фориовкн выводов дяаиетрсяі или толщиной более 0,5 ив 
принять иинииальный внутренний радиус, равный толщине (диаиетру)’ 

вывода. 

1 * ' * 

7.1.7, Длина учаізтка вывода навесного вл^иента, приавединяе- 
иого X контактной площадке или иикропояооковой линии, не должна 
быть иенѳе 0,5 ии. 

7.1.8, При фориовке и обрезке выводов назеоных элеиѳнтов долж- 
ны быть исключены иеханичѳскиѳ нагрузки на иеота крешіения выво- 
да в корпусе (основании), . 

7.1.9. Навесные элеиеніы следует разиещать с одной или двух 
сторон кякрополооковой платы'. 

7.1.10. Корпуса (основания) навесных, эл ей ентов должны быт* 
хеетко зафиксированы на иикроповооковой плате о поиощью: 

пайки контактных поверхностей резисторов, конденоатсров и 
бесхорпуоных поаупроводникогйХ пркборо» к контактнкі.' площадкав, ■ 
Слеты? . Г 
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п ридгеивания коріусов (ооно^а ндЁ) цолусроводЕккокш гряСороі 
|С плате; ■ — — г- 

''■'■'’доіоініітельввх ивхавичеооос дерхатетеа корпуооіЛосЕозакща) г 
полупроводниковых изделие і ^ . 



7.1.11, Ваііаавты іфедления злемеятов на ыикропол ос козой плате 
следует выбирать исходя из их ыаооы, конструктивных данных, ука- 
заншос в-техняческих условиях и государственных стандартах ва 
элементы, а также из условий эксплуатации ыикрооборкі. Способ 
крепления . должен быта указан в обррочнои чертеже на юигрспссооко- 
ву» плату, 

7.1.12, При отоутчівия ыеталлизации ртверотий соединение ион- I 

тактЕых площадок о экравои через отверстие. следует осуществлять 
пайкой плоских или круглых перемычек (черт,28). . . 

Диаметр круглых перемычек не должен быть невее 0,4 мы и более ! 
I мм. Толщина плоокшс псрзішчеи должна от 15 до 50 ыкы, ши- 
рина от 0,4 до I ыыі^ • 

- ’ . ^ ’ - ; ■ ^ с ■ ' - \ ■ 

Соединение контактных площадок о ак][еднсаг ' 

через отверстие в плате 
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7.1. 13. Пря иеіааяизацкн торцоя платы соеджнепЕв 

контактных пдодадок о экраввоЯ поверхвоотьй через торец следует 
осуществлять дайкой пдоскнх перенычек -(черт.29), Товсива ллоо-— 


кжх лереыычек должна быть от 15 до 50 мкм, ширжна переиычех опре^і 
дезяетоя гяргвоЯ гаэеызяеыой кбиіактвой плоідадкх і ве доххва і 
быть Солее 8 кы. Прі больсоЯ вшрнвѳ зазеыляеыой перекычхі додуо- 
каетоя уоталовка веокольких перемычек. Б местах уставолкк пере- ' • 
мычех следует делать в поддоне оква, 

Совдівекже контактвісс плоцадох о ехрахск 
через торец платы ■ 



Рво, 29 

N1 

7.1. 14. Соединение микрополооковых линий на плате при веоб- 

ходимости следует осуществлять пайкой или оваркой круглых влк 
плоских перемычек. Смещение перемычки относительно мнкрополос-/ 
ВОВОЙ линии не должно быть болоо 15% от щираны микрополос козой - 
линии. Ширина плоской перемычки нв_долхна отличаться от ииряин 
микрополооковой линии более чем на 10%, іолщига не долхнаГбыть~~ 
менее 15 мкм. Диамотр круглой перемычки - не более 0,6 мм. ^ 

7.1. 15. Отверстия и пазы диаметром иля размером овыае 8 мм 
рекомендуется закрывать со стороны экрана пдейкоЯ перемычкой ■ 
(медная фольга толщиной от 15 до 50 мкм), прялалЕзей к ззграг- , 
ной поверхности припоем ШрОС 3-58, ТУ45-І-338-75 ила ПОСК 50-ІЭ. 


7.1. 16. Для изготовления плоских я к{углых перемычек следует 
использовать следующие материалы, покрытые -о еі^рон иди луженые 
припоями: - 

проволока медная марки Ш,?, ГОСТ 2ІІ2-7І; 

фольга медная і^лоиная марки иі,ІХ)СТ 5638-^1,. > 
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Дспуокаетоя примевение фольги зсяотой Зя99Э,9 толелео2 0,С32 іоі*--- 
ГОСТ б^іОО-З?, и проволоки золотой ЗпЭ99,9 диаметрои от 0,03 до 
0,06 ші, ГО СТ 7222-75. 

7.1. 17. Для соединения кикропол соковых линий ва плате зссоты- 
іш круглыш в плоокЕки переиычкаіш и приооединени я запогых выво- 
дов навеовых элементов сваркой контаіргные площадки должен баг» 
медн^ без покрытия и ди о покрытием золотои или серебро в. 

^ 7 .1.18. Для пайки выводов и контактных поверхностей навеоныг 

элеиевтов следует прииѳнятв оледугаше припои: 

. ' ' ПОСК 50-18; . • 

ПСрЗЙ, 0СТ4 го:033.000; 

■ П0И5О; 

. . ШрОС 3-58>. 

7,1,19. Для приійеивания корпусов и оснований вавеоньо: злеыен- 
5-^3 клей выбирать в*ооответотвии о 0СТ4 ГО.029,004, 

7,-2. Варианты установки навесных элементов 
на микропол соковые платы 

7.2.1. Резистора С2-І2Л и СЗ-ЗП следует, устанавливать ва мик- 
рополооковые платы согласно черт.30 и табл.7. Присоединение кон-, 
тактных поверхностей резисторов к контактным площадкам платы осу- 
ществлять дайкой припоем ПОСК 50-18. 

7.2.2. Конденсаторы КІО-9, КІ0-І7В следует устанавливать на 
ішкрополооковые платы согласно черт.ЗІ, 32 и табл.8, 9. Пркооеди- 
ввииѳ контактных поверхноотей конденсаторов к контактным площад- 
кам платы осуществлять пайкой припоеы ПОСК 50-18. 

7.2.3. Диоды ААІ12А, ДАІІ2Б следует устанавливать на ішкро — 
додосковыа-іаауа“.,.^іШ' сп6оо^йЙ~"йтаасло черт, 33. 

Бариакт ‘’а" предусматривает крепление корпуса диода к, плате, 
установкой на іоіей. . і . ; - - 

Барііант-^б'^ предусматривает установку корпуса диода на клей > , 

» отверстее клк паз платы-,- . . 1 ', ■ 

Приоосдквекне диода осуществлять пайкой выводов припоем 
ПОСК 50-18 к контакткьш! шіо^'кем платн.^^^^ : Г 'г,-г 
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Уоха^оіка роаисторох С2-І20 і СР'-^П 

I рваиеѵю пл&тв 



ТИІ! 

Нокшкальвал кощнооті 

Разквры, ПК 

розио? ра 

раооеивааия, Вх 


1 
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Установка конденсатора КТО-5 ц разметка платы 









(ЯТ4 ГО. 010.202 
Редакція 1-75 


:ірЛ7 


- Уоіаиоака кокдековіора Ш0-І7В я рваиетка ааатя 




Черт. 52 
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Табхжца 9 

ю| 


Обозначе- 
вие вадо- 
разнероз 

Размеры 

Уотановочпыѳ размера 

В 

в тдх 

Нтр» 

В 

іі 

С 

I 

шш 


гл 

0,8 

■Я 

щт 

2 


В9І 

ШШ 

1.9 

3 


з’о 

1 

5.0 

- 3,0 .. 

4 


^5 

5 

4,6 

б 

4+0;5 

'^чзіз 

гіо 

3,0 

зіо 

7 

С с+0»7 


^.5 

і 

і 

8 

4,6 

<1 


7,2,4. Диоды АА204А-А12043 следует уотававдиЕать ва ыакропо- 
лооковые платы ооглаоцо черт, 34, 

ПрЁОоедивевиѳ диода к ковтактвыы плодадпаи щаты осудеотжлять 
пайкой контактнік выступов. 

Пайку производить припояіи ПОСК 50-18 иди Ш|6И т 

Допускаете и применять привой ПОИ.^0 при условии, что рабочая 
тбнпераіура диода в изделии не превьшает 85*^, 
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♦ориовка выводов, уоіановка діодов Ші2А, ШІ2Б 
^ разметка пдаяі • 






0.3^ І 0,03 


с 
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Уоювовка диода ІІ204А-:&І204В ж разиетха шгвхн 



7.2.5. Днод ААІІбА следует уоіававліватж ва ішкропояооховые . 
плати согласно черт. ,35. КреплеЕие диода х плате ооуцѳотхл.яп 
установкой ва клей. Присоединение выводов диода х контактвых пло- 
садкам прохзводитв пайкой припояші ПОИ 50 ж ШрЗИ жди овархой. 


Установка диода ААІІбі » разиетка плати 



Черт, 35 
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Уо«на*лнм« ка-ыикрополооходыв 

платы двуѵ опоооОаии оогпаоно черт, 36 

уоішовну торпуоа д„„д , о,,,,, 
оіке платы о приклеиваниеи клоси к иеталличеокоЯ обойме пмпГ^ 
ЯВНОЙ при. .м ПОСК 50-18 или ІіСрОС і-58 к ТаЦ/ 

мя!Гппй^Т"“® “ контактным плоедкам ооущеоі- 

вляіь пайі: ІЙ припоем ИОСК 50-Х8, 

устанавливать на микрополоо новые 
штаты двух , способами согласно чврт,37. 

Вариант ^а- применять при последовательном включении' диодов* 
микропп;, аковуо линию. Присоединение диодов осуществлять пай- 

и пайкой г оокой перемычки к верхней контактной поверхности дио- 
да и ооотв тотрующей контактной плотадке пла-н ° 

л^у ^нтямМ*^" применять при параллельном в»іюч‘внии диодов иеж- 
ду контакт :ЫМИ 'Площадками и экраном плат. 

плоские псіоІычки, і «ли 2 ым - держатели и верхние 

ІВпзГ°лпм' "°”*** осуществлять припоями ПХК 50-18 или 
I «Доп, скаотоя примннение припоя ПОИ Я) при условии ѵта 
ра >очая ТС! іература диода в изделии не прсвыіиает 85*^ ’ 

^«--ливать ; .кро- 

“«в»» „о.„д, 

или ПСпЗИ пп ^ контактным площадкам припоями ПОСК 50-І8 
или ПСрЗИ. опускаетоя применять припой ПОИ чп ® 

ДЧ„ олооп «... 

«..Тоі -«« : 4 ; 

*яеи, кстерм». злполилюг Оадость а п^пт » 

^ор.:уоом внутри технологического о„ерб^^ 
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Фориогка выводов^ установка диода ІИ40ІА, І№0ІБ 


и ^зметка платы ' . • 



Черт. 35 
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ІсгеЕсгя ;гіг:г» 2і5І*і* 1і5Г*і ж 
дггі- 




Вариант "б” предуоизтраает крепіеЕзз трЕЛпистсрб, 

установленного в сізерсгие слать- с^гасехааалси ж г^си:*е, сса- 
папкной по перинетру н эвграну лезть срглхи ИХл 5Г—Г: алж 
ПСрОС 3-58, Присоединенге тренслсторгг ссусествсгті згЛьса ть: 
'■дов к контакікьи плосадкзк сіаты срассек ХСі 5С— I?. 


7,2,10, Транзкоторы 2ІЗ>Аі, 2І55АЗ следует ^гсшллззать за 
•иикрополооковыв платы согзасг.6 черт,‘гО. лслусваетсз тнлыотзд 
платы, отличная от разиеізі, утаззнвоа в черт,40, ла услезлж 
отоутотвия пѳрекреливзЕия і перегиба кааад вылдсі ж. лсСзгдеэЕ . 
расстояния до иеота пайп. 


Крепление оонозаная траззістсра ж слатв ссухестжгсгі устазхз- 
хой на клей. 

Присоединение іранзнсторов ссунествл.ять саЖже^а гвзедлз ж хзг- 
тактЕйгтгловдкаы платы ■ ерхзовыЛТОСК 50-^13 той 

Допуокаетоя приѵенягв зрвпоЯ ПОД 50 сра услеза. \гс рібсчхя 
температуру транзистора в издалм.на зренывает 35^;. 
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т<міл?**?І1!****'*'*“*°®®“* уатаножа травзио*оро» 

^[ТЗ^-Ш29В, ІТ330А-ІТ350Г, ІТ54и-ІТ34ІвГіІ5бгі 

V рааявтка шаги 



Сір,5ь 

Гедавци 1-75 

Уоіановка іранзиоіоров 2Т354А, 2Т354Б 
1 разиетка пдатв 



7.2.11. Транзисторы 2Т37ІА^ 2Т372А-2Т372В, 2Т382А, 2Т382Б, 
ГТ383А-ГТ383В, ІТ387А, 2ТЗІ0ІА уотававливаюіоя ва иикрополооко- 
гуп пгату согзаоко черт, 41-44 и табл.ІО, 

Заргавт "а" предуоматрвзюѳт крепяениѳ корпуса транзистора 
к плато установкой на квей, вариант “б" - вклеивание корпуса 
транзистора в отверстие платы. \ 

Приооедивѳнвѳ выводов транзисторов к ковтавгньш площдкан 
платы осущеотвлявтоя пайкой прапоец ПОСК 50-18, 

7.2.12, Транзисторы ІТ374А следует устанавливать на ыикропо- 
лооковуп плату согласно черт, 45. 

Присоединение контактных выступов транзистора к контектным 
нлоцвдіаы платы осуществлять паЙЕсЛ одеки*из следующих припоев: 

іірск зсыз; і^рои,. ш 50 . . . Л ' 



Тип 

транзиотг. ч 


2Т37І 

14,50 + 0,2 

1,20 

, 2Т582 

13,44 

0,67 , 



ѵ--'--;:— 

г « разме' ,іу!я оправок ' ■ 



> _* - ■■ 

•V- ■ ■■ 
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Фориовка выводов, усіаііовка зравзиоторов 
2Т372А-2Т372В и разметка влахн 


. . 


1 
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Форыоіка выходов, уотановка хравзнохоров 2ТЗІ0ІІ 
к разиетка шахн ^ ^ 
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Установка транзистора 2Т607 и ГТ6І2А л • 

разнетка ллатн * 




та*. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 


Ториив 

Опредедевиа 

Иині !борн» 

овч-т- ішв 
. N 

Гибридно-ллнночкое микрорлвктрсйноі иглмиіі 
ииечш ашбіояшіиос іуянщішшов яшйчв* 
ниб 8 СВЧ'^диапааонѳ^ сосіоявее ма Одной Нлі 
иеоколіких иикрополооковых плаі о Ваіеовыаи 8іа~ 
мекташі или без вих,уотаяовлвввых в корпус о 
хоаибиальвыв» радиочассотвыкв соедввяіадяіаі я 
визкочастотвьіий ваводани 

ІІихг 'поаооковая 
плата 

«. 

Плата стандартного размера, являоваяся основ- 
ное частьс кикрооборки СВЧ-диалазова, на повѳрх- 
вости которое сфориированы сосредоточевные (ре- 
зисторы, конденсатори, дроссели) и распределев- 
ные элементы схеыы - микрополосковые (несиииот- 
ричныѳ полосковые) линии 

По; ‘Ха 

ч 

Основание ниіфололосховой плати, толщина в 
диэлектрические характеристики которой опредеяя- 
вт геокатрическка размеры и злекгричеокие парамет- 
ры иикрополооковых линий, сфорнированных ва ее 
поверхности 

Рабр яя поьерх- 
ЯООГЬ Р дпохкх 

Поверхность подложки, на которой формируются 
распраделенвые и сосредоточенные алементы микро-' 
полосковой платы 

Экр-і ая помрх- 

НОСТк ' ДДОХКІ 

у 

Поверхность подложки, предназначенная для фор- 
мирования акрана никроподооковой платы 

Никр: рлсоковая 

линия ^ 

• 

Злемен». микрояолосковой платы, выполняющий 
совместно с подложкой и акрвяом функцию СвЧ-лияии 
передачи ' ; 


а» 















Тіетодико' райота проднозпачена для иикросборок СВЧ диапазона, герно- 
тизированных в среде осувенного воздуха или инертного газа (аргбна, ге- 
лия или их сиеси ), а такхе допусііша для иикросборок, геристизированних 
^ в нормальной среде с последующей откачкой и заполнением, > ' 

Методика позволяет производить ориентировочный расчет допустииой 
величины натекания, указываемой в чертежах издал ия. 

I, Обвив положения 

1.1. Скорость проникновения паров воды в герметизированный корпус 

зависит от размеров микронеплотностёй в соединениях деталей корпуса, Ста 
размеры характеризуются величиной натекания. >|атѳканиѳ измеряется коли- 
чеством воздуха, проникеюцого из атмосферы в вакуукіный объем (выражается 
в сй?мкм/ о или л<мкм/с), ' . ’ 

1.2, Для выбранных величины критической влак’ностй и величины натекания 

рассчитывается промежуток времени - критическое время, в течение которого 
влажность внутри корпуса в условиях хранения или эксплуатаций достигает 
критического значения, ' 

1.3. За критическую влажность принимается максимальное значение отно- 
сительной влажности при температуре 293°К внутри корпуса, при которой 
изделие, заключенное в корпус, сохраняет работоспособность в течение сро- 
ка хранения или срока службы. Критическая влажность выбирается на ооно- 

•вании результатов экспериментов и теоретических соображений, 

1.4, Расчет производится для нескольких значений натекания, и по полу- 
ченным результатам строятся графики зависимости критического времени от 
натекания для условий хранения и эксплуатации. 

Из построенных графиков для заданного гарантийного срока х'ранения 
в полевых условиях и срока службы определяются допустимые величины нате- • 
канияІ^За критерий брака принимается меньшая величина натекания, 1 - 

1*5, При, составлении методики сделаны следумвио допупіенияі 

течь представляет собой круглый цилиндрический і-адал с площады* по- 
перечного сечения, равной, сумме площадей сечения ре^цьно оуществухчих 
в корпусе шікропопостей а неизвестной геометриеИ. Зд длину зквимляктного ' 
канала, исходя из чэртедных размеров, принимается наименьшая толщина' 
■сечения корпуса в наиболее веурятном месте течи ; - 

, іомлература енутри корпуса равна температуре окружающего- воздухе ѵВ-. т'. 
-условиях хранения и эксплуатации | ^ :: — — - — 
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непосредственно послй герметизации пары воды внутри корпуса отсутст- 
вуют. ' ' “ " ^ 

8 расчетах не ХчитываЪтся явления конденсации влаги в канале и врекея- 
ного закрытия какала гидравлической пробкой ; яе учитываются танке явие- 
явкия в течение суток нарухного давления ітенпературы и маяяоетк окр^ше- 
веге воздуха. 

Хранение изделий производится а полевых условиях прл ісяперетуре 
30Р°К и относительной вявыности 90%. т.е. в наиболее хестхих условиях 
по влалности, приведенных в ГОСТ 16982-71. ' 

3.?. Эксплуатация изделий производится при температуре идя 858^К 
и относительной влалности 10,2% или 5,3% соответственно (указанные вваче- 
ния соответствуют относительной влалности 90% при теилературѳ ЗОО^Х). 

2. Порядок расчеп критерия герметичности 
для корпусов, герметизированных в среде 
осушенного воздуха или инертного газа 
. (аргона, гелия или их смеси) 


2.1. Исходные данные для расчета а рехиие хравѳния: 
величина ватекания В - от 1 до 10"^ сы^мкы/с; 
темпервтурв окружающего воздуха Т - 300°К; 
отиосиіѳльввя влалвооть окружающего воздухе Н* - 90%; 
наружное вгмосферное дввление - 7,3*І0^ нкн рг.ст,} 
длина аквивалентного канала I - от ОД до О, & он; ' > 

вид газа, заполняющего норпуо (ооувевный воздух, аргон, гелий или 
смесь аргона о гелиеи)і 



для смеси аргона с гелием - процентное содеріавиѳ аргова в гелия по 


обьену; 

гарантийный срок хранения Ь хр.суіки. 


2.2.чИритическое парциальное'дзвлениѳ водяных паров ^ лр опреде- 
ляется по формуле 


Явякр = ^ '•т.ст., (I) 

где - 'Ркр- критімеская влагііость при температуре 293®К. 

2.3. Величина критической плотности водяных паров р соответст- 

вующая критическому парциальному давлению >внутри .корпуса 'длятеипературы - 
хранения определяется по форнулѳ 

гІсК- - 

2.4. Значение критической плотности смеси воздух-водяной пер внутри 

корпуса р оиределяется вз формуле ,ѵ. ^ ^ - 
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Рв-»я.»г" (,95-(0*^ 

2.5. Значение коэіХ’Ицяонте яяфФуэям I) снеси воал^х-еодяися пер е газ, 
звполняссий корпус, для тенпораі^ры хранения определяется: 
для корпусов, заподнешшх осусеиннн воздухоц по табл, 1; 

для корпусов, заполненных аргокои7 гвлиѳи иля снѳсыв аргона о гелиен, — 

по табл. 2. 


Тябхіца I 

Физические характеристикя снеси роэдух-водявой пар 


■ Ѵ' 

НвиыеЕоваЕвѳ царѳнетров 

. Значение дареиетров 

при теипврату- 
Рв Х|в^8вии 

! 

при тендера туре акспхуа* .. 
‘ іапии 


358°К _ 

Вязкость СНЕСИ воздух* *' 




водяной пар || Е>-{^п.,р> 

І.ВЗ'Ір"^ 

;,95*І0'^ 

1, 98.10"^ 

Ннрухаая плотное» оуеоі 




воадух-водявой дар 

І,І524’ІО"3 

І,осео*іо"® 

9,6574'Ір"^ 

Рнор-Ь-Ь-п. , і}сн* 




Коэффициент диффузвд 




снеси воздух-водявой дар 




в су;рй воздух .1 

0,184 

- 0,225 

0,240 

Л.СМ*|С 

і 




Значение коэффициевта диффузии 
снеси воздух-водяной пар в ѳргон, гедвй х 9 сиеов 
■' ергов-гелиц, сЦ^/о 


Теилерэту- 
ра эхеглуа- 

тации, 

°к 

СооінобеЕке'аргона и гелия по обьеиу. 

% \ • 


|н9іао 

1 ^ 

Яг 10 
Не ВО 

Нг 20 
Нз 50 

Рг 33 
Не 70 

Рг50 
На 50 

Яг ТС 
Не 30 

пг сС 

Него 

."Г СЛ 

\ 


Ь,595 

0,433 

0,356 

0,309 

0,249 

0,212 

0,198 

0,174 

Э43 

0,727 

0,529 

0,436 

.. 

0,305 


0,242 

0,213 

358 

0,775 

о,І54 

0,464 


0,325 

0,276 

'{>,-258^ 

4>г227- 


2.6. Задаетсл величина штекѳния из данного ивтервади звачешій натекв- 
нкя ООГЛ8СНО таОд, __ * . 


















относитсг.ьнзн влазность окрухасксго воздуха - Ю,2^С 
дла Тд - 3^13*К и 'Р - 5.3Г. дли Тд - 35в®К; 

нарухное этиосферное давление - 7,б'Ю^кю« рг.сг.; 
длина эквивалентного канала I/ - от 0,1 до 0,3 см; 
в:и газа, эаполнаюдего корпус (осуаеншіП воздух, аргон, гслиП, или 
саесь аргона с гелием); 

дл:- саТсн аргоіш с^елиЖ - пр^ёнінм^ сбдёрлзнйТ^рі^а и гёлия~по 
ссівеиу, 

гарантиі'.ный срок слулбы , сутки. 

2-15. Рассчитывается критическое время для реиима эксплуатации анало- 
гично расчету для режима хранения. Лри этом следует: 

подставить в ^рмулу (2) для расчета критической плотности водяных па- 
ров значение температуры эксплуатации Тд взамен температуры хранения Т; , 
взять значение коэффициента диффузии смеси воздух-водяной пар в газ, 
эаполняюкий корпус, и значение наружной плотности «меси воздух-воднной 
пар из табл. I и 2 для температуры эксплуатации; 

определить браковочный критерий натекания из построенного графика 
для заданного срока службы, 

2 Л 6. Производится сравнение браковочных критериев В^р и В^д, получен- 
ных для оолима хранения и эксплуатации. За окончательный браковочный кри- 
терий принимается момьиая из двух величин натекания, округленная до полу- 
порядкп в сторону умсньсёнші.' . , 

Пример -р а счета 

Слрсдсляется критерий натекания для металлостеклпнпого корпуса, под 
плату размером нм, герметизированного в смеци аргон-гелий. 

Исходные данные для расчета в рениме хранения; ' ' 

ВСЛК ІЙ 1 И натекания 3 - от 1 до Ів“^ см^-мкм/с; - 
темперзтурз окружавшего воздуха Т - 300°К; ^ ' 

относйтельнаг. влажность воздуха 4* - 90^6; х 

наружное атмосферное давление Р^ - 7,6-І0^ мкм рт.ст.; 
критическѳи влажность Н* „р - 65)! при температуре 293°К; 
свободный объем корпуса V - II см^; \ 
длина эквивалентного канала I/ - 0,1 си; ^ 

корпус заполнен смесью аргон-гелии с соотнолением по объему 50:50)5; 
гарантийный срок хранения в полевых условиях - 1095* суток (3 года). 
Критическое парциальное давление водяных паров определяется по форму- 
ле (I): , . - 

^.л.хр. = ІГ,'*©! мм рт.ст. ; . 

Величина критической плотности водяных паров, соответствуодав крити- 
ческому парциальному давлению внутри корнуса, определяется пс формуле (2): 
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-с. ::;:::: „ер ^ _ 

я 64.П.КР. = 5,6251 МО‘Ч|с^^ 

епг^ГГ"'.' ^ , о«еси возд^-х-водяноЯ пер » спесь 

ергон-гслик. зэполнясщѵо корпус, для эеденного процентного содержаши га- 
зов а снеои ровно с,2« см^/с (см.гебл.г). Д«=р«щм га 

‘ " ”»»- 

к8н^“'ГлТ а , пердя КЗ величккп на«- 

анвд и дл. эквивалентного канала.рэвно ск (табл.З). 

Значенк. зрухноВ плотности снеси воэдух-водяноИ лер Ре е ям ми-- 
пературнх; "Пия равно І,І524-І0“5 г/см® (геСл.І). * Ьп- 

.лоэхшфі пі Р ж Е определяется по формулам («) м (5): • 

Критичос о время рассчитывается' по формуле (б) ; 

8,бН-Ш''-(-б,Ч5М0*в)’^‘''’ - 6,Н151М0'*х 

• 5, б?5М0-"КпП.39г8 М0'"|) 4330 суток. 

..і*: » «» ™ч»ц - 

Соогаетс }ѵ=ее значение радиуса экврвп ^г; . д мвыо ’ 

І,ІІ*ІО ^ г (см.табл.З). а равно 

Вычисляі я коэффициенты * ~~ 

Йзссчйіі; ’втся критическое время . , •' , ■ 

' і « - '' ■ ’• « 

; ^ ^ -5,672 ІО' * 7 •*' — 

’ 5,625 І • ІО ** 1-Ьй"| ^ ‘і - р с гі-г. - - * . 

; ^ ' ' «'ЛЬ.м-о !.' Суток ^ 
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Исходще данные для раочега л рѳхкив эксплуатааіяі ’ 

величина натекания В - от I до 10“^ смз.ты/с- 
гешіераіура окруиюиѳго воздуха Т - 358°к* ’ 
относительная влажность воздуха — 5,ЗІв’*^ 
наружное атмосферное давление Р, - 7,б’і0^ шш от с» і 
критическая влажность 'Р „р - 65^ при температуре 293°і{2 
свободный обьем корпуса у - II см®; ■ 

^ длина эквивадентногс канала і - о,І см* ' 

торпус заполнен смесью аргон-гелий с соогноиением по обьему 50*50** 
гарантийный срок службы Ь -ЛІ7 суток (ІОООО часов)! 

ле “®РЧИ®=ь“ое давление водяных паров определяется по форму- 


'ЬП.КР 


17, 


65 

100 


п.401 


инрт.сіц. - 


Величина критической плотности водяных паров, соогветствующая коити- 
скому парциальному давлению внутри корпуса определяется пГформуле ' (2) , 

РЕ.п.кр -?.88бЗ-Ш‘‘';-*^-0,ді92-)0'*г/с«^ 

са о^ре!е“ля«м"пТфо!м%“°?^^^ воздух-водяной пар внутри корцу- 

»»№»»«.» »р , 

. с».с, р.;,о 0,325°“/?!”°' »ира.1м газ», 

г??.“ -«« 

-канйГГминГ»*^'® эквиБвлентного канала а'., исходя вз-величшш'нате 

ИЯ и длины зквиваленгкого канала, равно 9,04 то"^ см /ом табл 3) 

Значение нарулкой, плотности смеси воздух-воднкой пар Р - 

дли гемяврвгуры эксалуатацад рвБко 9,657*І0*^'^ Г/с-к® (таблЛ)^^ 
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КпМащхвпіі Р ■ Е опрснаяспі по фсрн^и (4) і (5)і 


0.І?5-3.(Ѵ 

н 

І9,114-Ш"’)!-9ХХП7.ф'* 

, а.ш^зл 

ю 

Гд.рѴХ*)*-9.6574-іО-* 


В.05Ц-ІВ' 


.-я 


: ~ МнП0^-1-6Л»ѴШ=^ ’(иів, 054-е-"- в.139Т«** 

I о, 4И 4 • 10'’ І-и 1 8,054 -ІО-") “1020 суток. 

Ввяаеіеі шіая аежвпика вхокаш В на аадаааого івхораааа аааааві 
ватеаваи, рааааі КГ^ оа*.каг</о. 

. Соогаетоіатсаее авачввао радауоа аааяаамвхвого аааааа а раа» 

ем (оа.табі.З). 

Вачамаамя аоаМадаеая 

р , а.52 5 Л- Щ-^Л . -г ,7594 МО** > 

Е , д. 3 25-?.<4 Лі ,2 -іа'* )*• у.вз?»! •,іа:-« г,бб 49 'М-‘* 

Ъимяпва врахіамвоа араяі **'* 

■ (і"'!г,ББ49-іо-«-' 

- гЛ594-«-*'0,47Й-Ш'*ІЧп|г,6Б49-Ш-®І)-308930сутоа. , 

По хата поахчвпшя іоаааа «троахоа гра(нв ааааоаяоахв врахачмвЫо 
арбнеаа ох аахокавна (ом.чорх.1). ' 

Іа графааа олродаваохоя бравоаочвиі врахераі вахваавая-хая кравхвію- 
го орокв оіужвя 417 отхох (ІОООО чаоов) 5сп • раввиі 3,8»І0~* в<ка^в. 

Сраавваавхоя бракоаоавао арнхерви, пох^воввно хи раввка храааввя ■ 
рахияа ааевхтаіацая^ 

Ва нсоввахаімвв бравово<ошІ вряхерві врвввааахоя аахевавва В, рааяо* 
І*ІО"* х.іпа^о. 


Графах аажевпоетв крихвчѳехого арамвя ох аахаааввя хая аорогваі 
гарпохкавооаамного а срада аргсв-гаіай а еооххоіюнхая по обааиг 50і5<9 
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:гакв 


Нашвиованив типа 
корпуса 

Рабочая диа- 
пазон Т6ЫП6-* 
^етур, ос 

Цегод креп- 
ления платы 
к корпусу 

геркіегг- 
Бі-сиі ксрпуса 

ССіІІІ ТСГЗііОВ- 

хг зіата 






Штаипованвдй ^;орпуо пѳ« 

От иинус 60 

Пайка ме- 

іпгсао-дугр- 

кальвого типа * 

до плюс 125 

хавическая 

вЕЕ сзарка 

1 ■ 

\ 

Ч 

- 


ШташіованвьіР. корпус ра- 

То »в 

То » , 

Ті ' ха 

ііочного типа с отбортовкой 

. ■ 


' 

итаипованный корпус ра- 

т 

Пайка 

Граггаэа- 

«очного типа без огборіов- 



Ене 

хи 




Корпус чаввчвого ища 

щ 

То ха 

Пест 

<^резеров8илый корпус 

Щ 

Щ 

хз 

рамочного типа 




Гальваиоплаотический 

т 

• > 1 . 

« 

корпус раиочкого типа 




Прессованный' иоталли- 

Щ 

• 

« 

эированныП корпус раиочнО" 



• 

ГО типа 




Составной корпус рзночг 

От иииуо бС 


Зыпдзгяае 

него типа '*• 

до плоо 100 

' 

матг-аіадои ЦаН 

Корпус с дэухьярусяым 

От минус 60 


иЕЕЗ 

распологениеи пдах 

до олюо 125 



: ' ! 

. І 

" : ■ . : 1 

: : . і 

' -г \ 
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Рекоиевд^емое приохеніе 3 х 0СТ4 ГО .СЮ ^02 

ТИПОВ КОШСОВ 


Рвсподохенив 
выводов В8 

Распоаохеыне 
выводов 0ІШ>- 
сктельно - 
плоскости 
освовавия 

СсрвіШость 
- производства 

Гернетхч- 
вость ник- 

Пркиечавха 

основаихя 

рссборкх 


За предела- 


иелкосерив- 

Гернетн- 

Нлзючестот- 

ни проекции 


вое и серии- 

иен 

выв выводы I 

тела корпуса 


вое 


радио часютвые 





соедкнніехх 



— 


только на двух 

- - 

‘ - 

: 


протпопоіох-. - 

Г'. ' 




ных оторохах 

в првдадах 


То ха 

То ха ‘ 

- ■ " 

проекция >ела 





корпуса 





За првдаданя 


Опытное я 

Не герне- 


проекции та 


ыелкосериПное 

тичен 


корпуса 




\ 

То хе 

-Парад- 

То хе* 

Гернети- 



дельное 


чеа 


Ш 


Индивиду- 

ТО ха 




альвое и опыт- 





нов 

-- ■ 


т 


Опытное и 

Не герме- 




нелкосеришюе 

гачен 


в 


То хе 

То хе 


т ■ 

\ • • 


Индивидуалы- 

Герметш- 


\; 


ноѳ, опытное 

чен 

V 

\-, . ’ ■ 


и серипвое 



•» \ 


То хе 

То хе 


- 

-н • 






. . . 1 

'■ : ■ 




^ ’ 1 
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Лкоиваді-бнов пршожвмв 4 


* 0 СТ 4 ГО. сю. 202 


Грвфжк Э8ВКСЮИСЯ КГ 8 


07 произведвнмя^ у- 




Черт. I 
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Теипорѳтурішй коэффіохбит 
оопротивлоіііія при шшцо 60, 
алое 125^0, 


рр 8 д "^. І 0 * 


Цахсиквлыіо допуоткиая удедиія 
кояіюоік раосеяккя, Вт/оіг 


СВТВХЛ0Е8Я 

коддохка 


ІСвр8ИВЧвСХ8Я 

подложка 


о» -1,5 до -2,5 
" +0,5 " 1,0 

± 2 . 0 ; 

±1,5 

+1,5 . 

1Р,5 
±Д,5 
± 2,0 
■ ±2,5 









Диэлектрик ковдецсаторов и изоляция 
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Реконевд^еиоо прклохвЕжв б к 0СІ4 ГО.ОІО.20% 


РАСЧЕТ ГВОИЕТРИЧЕСШ РА 8 ЩЮВ ПЛЕНОЧНЫХ ВДЕіЕНТОВ 
1. Рвзщзторм 


Основные кокфЕгуреция реансюров введены |в чррг. 20 сивдвр** 

* черт.І денного приложения. Форыа резисторе определяется его ввввячв- 
виен, ноиивалон, сопротквяеннѳн ^вдретз резистивной пденхі і шіоквхів. 

1.2. Резисторы применятся: 

для обеспечения рехииов питания вавѳсвыл аденевтов слеш по постоякао» 
ну тову. Сопротивление квадрата резистивной пленки реконендуется 500 Оц^; 

в качестве сосредоточенных иля распределенных поглоцаоцвх вагрузок. 
Сопротивление квадрата резистивной пленки рекомендуется 50 Он/а •_ 
ІІатериал резисторов указав в іабд.2 реконеадуекого приложения 5І> 

1.3. Сопротивление квадрате рвзвстиввой плевки не вадвоит от частота 

и совпадает о сопротивлением, измеренным на постоянном юзхоиу вхо^ 

ночные резисторы, изобрехвнные на черт. 20 стандарта, следует раоочівн 
вать в соответствии с ОСТ 11.073.020-74 ♦ ОСТ 11.073.026-74, 

1.4. Пленочные резисторы, изобрехеЕлые на черт. I, внп о лкяв т ха оояо- 
ве жсходных данных (|?о о »^0 і углы й,; і,/, й, {.размеры I., і | Іга а 
Т.П.), соотавлевЕых рааработчхЕом юкросхеш. 

Тоаожогжя ахеиочных резхсторох 


А ' /№ 



2..І. Основнь'э конфигураций конденсаторов приледенч на черт. 2Іа,б 
стандарта и черт. 2 данного приложения. • ^ 
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Іояохотіія кдндеасагорв півиарво)) копсхрукиии 


ч 



Чврг. а 


2.2. Пхвкохкие кеххелсвтрры с л^оіеніриком Ч9*лу обкладками (сі.черт.^) 

рвкоиеххувтся дмлоххять для емкости более 5 ЛФ. р^- и 

Расчет пленочіых коиексетсроа вмяолихта в соответствии е 
0СШ.О73.С2І>-74 т- ОСП Г. 073 .026-74. 

2.3. В расчстиув велмчиж/ мочеди перскриіия следует вводитъ 

оОаравиу и соотаогствнв е орисктяровочиш гра{іниом (черт.З). 

График дил олредиеиия шіодади 
лорекрытия обкиахок хо>и« 4 <схторв 


5 



Я Щ ІО 73 ;; 90 е,пф 


Черт. 3 

2.4* Кокхоисііоры плаіарнсИ Ііснструкции (ей.ч(Ч>т.2) рекрмекдуется лмпох- 
КЯТ 1 . хая емкости не болов 5,0 яФ. ■ ^ 


^ Стр.ЗІ 

Поговнув обкладок для подлохок с. ^ I равным 9~І0 орнвйіирО“ 

80ЧН0, ОПрСДІІ?*Т4 0 ПОМОВІІЛ (Чврі. 4)» 

іля подлоле; ^ І . равный величинз погонно* емкоотм сосмвлй- 
-в» С«7 М-вычиі-‘ ХІШОВ в соответствии с грѳ^йкои (с ц.чер т. 4). 

График Погонкой емкости конденсатора 
планарной конструкции 



Черт. 4 

3. Пленочные индуктивные элементы ^ 

(Дроссели) * 

І .З.І. Основные конфигурзіріи пленочных дросселей приведены на чврг.5а,б. 


Сір>83 


8Л. Гвои«рю.вок«в рввйвры I чісло хти сир.» иеш)«шх дросселеі 

орівнііровочво опрвдвляс* по 4ор»5уявмі • 

Ш вдумюкоо.1 Арсосеія . форме кругяоі сп.рв». («р*.5а) 


I _ с , 

<5В*7(І 


|ІД0 1_ - ЕНДУВТИВНОСТЬ* вГм; 

^р - інеявмй диаметр (стороне) спирам* мм; 

(І - ввутренний дмвметр (сторона) спиреям, мм; 

N • число янткоя; 

для мвдуктиввоств дросселя я форме квадратной сиралк (черт.5б) 


/.“6 




< 5 І) - 7 і 


8.5. Ввеиккй диаметр (сторону) опкрвлк определяет по формуле 

і)-сі+( 2 »^н) 5 *гЬ » 

где ^ - 


- ваг епвраяя, мм; 

„ иирнна токопровода спнраяш, нм, 
8,б, Число янткоя опирали определив* по формуле 




, N ■ 25 

3.7. Добротность пдевочныл дросселей орневтировочно определял» по фоі>- 


мулам 


для иядуитивнооти дросселя в «орме круглой опирал! 

П 7 іп^ Г4-иР^СІ)\(Г . і 

Ы - ѴсГ 


где 


- частота, Ггц; 

0^ - добротное»^; 

- толщина витка, мм; 

для индуктивности дросселя в форме квадратной спирали 




3.8. 06:^ длину токонрово;» спирали ояредияю? ф8*>муЛм: - 

для индуктивности дррсселч в форме круглой спирали, , 


где І/ -длина токопроводя оянрояи, 
для и«дуи*и»ков*в дросселя в^рме илединиой смрели 


и [|і ■‘^'^-(2 1,5)], 


ігяінпііміііінпііівіііі 


іііашівзчвіввнвввві 


гіі 


ІКІІІБІІВКЯВКЯ 

— 



.зи&Шітнгреігі^^ 

ввааввіішаііаввавівввввкіявкяяівявк^^і 

Ввві^іваііннімшнікяпяввгі^^і 


^.г 4$ в,и о.$л,в 4» іо ц і 


3 4 5 < Л » $ 

' Л,* 


Чер*. ^ " 






Стр.87 




Р . - вогоЕныв потере 9 проводявем мое, Омі 

I? • - погошше потере а замтном сеое, Ощ ^ 
р - удельное сопроіемевее «йтеримв п^^водяееро слѳві 
Ои/сн; ^ ^ . 

р - уделыіое сопротеваеине натеркалв аецвсвого слоя, 
Оы/си; ' ' 

{ > ДЛИЕ8 нкхрополосковоВ а8няе,'0н{ 

[ - виривв еккрополосхоаой левее. Ом; 

( - юлеивв проводявего слоя, Ом;л • 

С “ толімша зввнгЕого слоя; Ом.^У^ - - , ~ 


Сопротеалевнс ідгезиоЕного слоя не учешвается. 




Сір.в9 


Твбдиці I 


— — Позиционное 

, Наиыеяоваяив и тип 

Коііиеспа 



--- — ... 

1 . 

1 

Резистор 50 1 1,5 Ои; 
' 0,01 м 

2 

1 «і-«* 

Конденсатор 2І0>Х7В, 
0X0.460.107 ХУ 

В • 

1 *і “ Яз 

Диод М517А, 
ТМ. 360.075 ТУ 

8 


Конструктивные требования: • 

разыер подложки 15*24 ни; . 

наіѳриал подложки - сиівлл СГ-32-І; 

ширина освовноП никрополосховоЙ диани X ни; 

ширина влеВфов 0|15 ш;- * 

длина илейфов 42,Х ни; 

раэнещевие радиочастотных входов и вщодод схвщ щ протявоподехных 
оюровах платы (шириноВ 15 ни); 

расположѳвив контактных олоцадох для выводов юпаннк н корпуса на 
длинных сторонах платы; 

допуск на нирвиу шеЙФов ± 0,02 иы; 
допуск на ширину никрополосковых линий + 0,05 ыы; 
ыаксииальвые разыѳры резнсіоров: инрива 1 ии, длкійі X км;' 
резисторы - танталовые, а до>одко| иоивкеяе. 

^ 1.2. Из прині^валвноВ ехвии (черт.І) сп<и(ует исхлвяяід намсные ахе- 

ыенты в составить перечень апеночннх резисторов, приведенных в табд. 2. 

Т а б I и ііи 2 


Позиционное обознечанке 


ИОиинажіі реансіороа 


К» 

к. 


50іІ,5 Ом; 0,01 в» 

5<Лі,5 0Я{ 0,01 I* 








Позициоішов '> Нвшввовввяв я ЯП 

обоаначевив »««иві 



Резистор 50 X Он; 

0,01 и 

Конденсатор С0-Х7В* 
0Х0Л<О.І07 ХУ 

Диод КІ5І7Д« 
ти.г«>д>Т5 ТУ 



Еовстрзгкяішів трвбовавяи; • 

разнер воджнюг 15*24 яя; 

«иівриая подаоаки - ситаял СТ-32-І; ’ . 

вирииа оснояюР иикрооодосковой ашмі I ш{ ^ ^ 
вирина «іерфоа 0«15 ни; 
длина наеі^я 42,Х ші; < . 

рвзивц№ив рвдиочастотшх входов ■ выходок схож яі протівопоіоххш 
сторонах платы (іпирИЙ)1 15 нн); 

расподохаііив ховтакіЕш опояадох дхя внаоДов шпання я королев *- яа 
дяіШішх сторонах платы; 

- допуск на нирнку шмЦфов і 0,02 ш; | 

: допуск на явілшу кшсровохоствых лшмЦ ± 0,05 іш; 
ивкскііаль&ыв рѳзыеры резвсюроі: мрюа X ни, дяій» X ем; 
резисторы - тактаяовыв, е доаедков нояіігаяа. 

- 1.2. Из прииципгалкков «хеш (черт.І) жедуот ясхлпатв аздрюше мо- 
менты и составитъ перешнв оаоночких і^мсюро** вріоедояша а тебя. 3. 

/"і,, ^ '■ *.Г'. ■' Т я о я я 4* 3, 

' '• ■•і».,.. ". л ‘ _ ' ,Ѵ . _ ‘ 

,, — --- ^ ■ -- -п---.- ^ ^ 

V Позиционное оск>8вечеіше ВОиішвяы реаистороа 
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ВкБодн вагесЕых алекевтов, вход к вюод кхкроводоСковых дкввв завввжхв 
ховтактвша ялощадвѳыи в ковхввтвывв учѳстхвші. $ход в выход схевы, а так- 
хе конмкгЕыв иловадвв следует респодвгвтв о учетов вовструктивных требс- 
вввввгЧ:хвна оовдваваий ^іввеніов аизніяюра прадсгввдевв^ чертт'г; ^ 


Схеыа соедввеввд эленевтов аттевоеторв 



2>1. Исхбдвыѳ дЕшые дал расчета резисторов! 
сопроіЕвяѳиия рсзвсторов в расчеткые авачеввл юсвостеВ (табк^); 
сопроіквдевяѳ квід.рвта резисіиввоЯ адевки - 50 Ов/а » 
ііахсвхаавво допустшая удеавная вовшо^хв рессеявхя таа^гадовоЯ резяствв^ 
ВОВ плѳвкя ?д ■» 3 Вт/св^і 

::.2. Расчет резнсто^в следует йроводатв в соотзетствхх е ревовеядатявя 
орвлохеввя б| раад. I, 

Резулыаіч расчетов сводят в іевд, 3»^ 

Дахву в Еиряву резисторов яаоОІходвво яриялтв равясВ 5С0 вхѵ, что сост- 
вѳтствует веакчяве устаЕовочяого разваре дяодов, оодсовдввяекых Еареллелзяо 
резксторав. ' 

• ^ "■ Т а б X «'К а 8 ' 


ірсЧ 


Цоавциовиое рбоэвачевиѳ 

^ 1 ■ II 1 ' 1 ^, 1 , 1 ^ 

•V Ебзиерц резистору 

Рвсчегішв 

Скончателыше 

ііирива 

Длина - 

Ширина 

Длина 


350 
• 35С 

350 

,^;.350^ 

і- --500 
1 500 

Г ■ ^ 
г 















С*Р«9^ 


- 1 . 

--П «Э»ы пяеиочвих 

3. рвз«е««ив 

яйіѵет випоачя** »> 

„гйночиа заеивв^о* савК( _ _ __ 

.'^*‘* йѵивге в иас«®°® ' .,-«гь ооновні'в ““‘‘Р® , тоішаогі» схв- 

яцетровой 6ц диенадеіся развеет опреДваяв-**® ,яевв8Т0- 

„птмя вттвнваюрв 
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